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【提出日】平成20年9月26日(2008.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　処理チャンバ内でワークピースを処理するために使用される成分を前
記処理チャンバ内部に分配する成分送給機構であって、
　前記成分を前記処理チャンバの所望の領域に出力する複数の成分出力部であって、前記
成分を前記処理チャンバの第一の領域に出力するよう構成された第一の成分出力部と、前
記成分を前記処理チャンバの第二の領域に出力するよう構成された第二の成分出力部とを
少なくとも含む、複数の成分出力部と、
　前記成分を前記複数の成分出力部に振り向けるように構成された空間分配スイッチと、
を備え、
　前記空間分配スイッチは、前記成分を前記第一の成分出力部へ振り向ける第一の状態と
、前記成分を前記第二の成分出力部に振り分ける第二の状態とを有し、処理中に前記処理
チャンバ内部に前記成分を空間的に分配するために状態間の時間調節を行うよう構成され
ている、
成分送給機構。
　　【請求項２】　前記空間分配スイッチが、処理中に前記処理チャンバ内部での前記成
分の濃度に作用するために所定の時間量に亘って一つの状態を維持するように構成されて
いる、請求項１に記載の成分送給機構。
　　【請求項３】　前記成分は気体原材料であり、前記複数の成分出力部は前記処理チャ
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ンバ内に前記気体原材料を放出する第一および第二のガス注入ポートに対応する、請求項
１に記載の成分送給機構。
　　【請求項４】　前記処理チャンバの前記第一の領域は前記ワークピースの中央部分に
対応し、前記処理チャンバの前記第二の領域は前記ワークピースの外側部分に対応する、
請求項３に記載の成分送給機構。
　　【請求項５】　前記空間分配スイッチは前記第一のガス注入ポートと前記第二のガス
注入ポートとの間で前記気体原材料を空間的に分配するために状態間で調整を行い、これ
により、処理中に前記処理チャンバの前記第一及び第二の領域での前記気体原材料の濃度
に作用するように構成されている、請求項３に記載の成分送給機構。
　　【請求項６】　前記成分はエネルギであり、前記複数の成分出力部は前記処理チャン
バ内部で電場を生成する第一および第二の電極コイルに対応する、請求項１に記載の成分
送給機構。
　　【請求項７】　前記空間分配スイッチは前記第一のコイルと第二のコイルとの間でエ
ネルギを空間的に分配するために状態間で調整を行い、これにより、処理中に前記処理チ
ャンバの前記第一及び第二の領域で電場の大きさに作用するように構成されている、請求
項６に記載の成分送給機構。
　　【請求項８】　前記ワークピースは半導体基板である、請求項１に記載の成分送給機
構。
　　【請求項９】　前記成分送給機構は、プラズマリアクタにおいて使用され、前記ワー
クピースを均一に処理するように前記処理チャンバ内部のイオン及び中性物の量に作用す
る、請求項１に記載の成分送給機構。
　　【請求項１０】　基板を処理するための空間的に制御されたプラズマリアクタであっ
て、
　処理のために内部でプラズマを発生させるとともに維持する処理チャンバと、
　電力送給機構と、
　ガス送給機構と、
を備え、
前記電力送給機構は、
　前記プラズマを発生させるとともに維持するのに十分な強さのエネルギを発生させる単
一の電源と、
　前記電源に接続された電極であって、前記処理チャンバの第一の電力領域内で電場を生
成するように構成された第一のコイルと、前記処理チャンバの第二の電力領域内で電場を
生成するように構成された第二のコイルとを有する電極と、
　前記電源と前記電極の前記内側コイル及び前記外側コイルとの間に配置され、前記電源
のエネルギを前記内側コイルまたは前記外側コイルに振り向けるように構成された電力分
配スイッチと、
を含み、
　前記ガス送給機構は、
　前記プラズマの形成と前記基板の処理とに一部使用されるプロセスガスを生成する単一
のガス供給源と、
　前記ガス供給源に接続され、前記処理チャンバの第一のガス領域内に前記プロセスガス
を放出するように構成された第一のガス注入ポートと、
　前記ガス供給源に結合され、前記処理チャンバの第二のガス領域内に前記プロセスガス
を放出するように構成された第二のガス注入ポートと、
　前記ガス供給源と前記内側ガス注入ポート及び前記外側ガス注入ポートとの間に配置さ
れ、前記ガス供給源の前記プロセスガスを前記内側ガス注入ポートまたは前記外側ガス注
入ポートに振り向けるように構成されたガス分配スイッチと、
を含む、
プラズマリアクタ。
　　【請求項１１】　処理チャンバ内でワークピースを処理するために使用される成分を
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前記処理チャンバ内部に分配する成分送給機構であって、
　前記成分を供給する成分供給源と、
　前記成分供給源から前記成分を受領する単一の入力部と、前記成分を放出する少なくと
も第一の出力部及び第二の出力部と、を有する空間分配スイッチであって、前記第一の出
力部を通じて前記成分を振り向ける第一の状態と、前記第二の出力部を通じて前記成分を
振り向ける第二の状態とを少なくとも有する空間分配スイッチと、
　少なくとも、前記空間分配スイッチの前記第一の出力部に接続されて前記処理チャンバ
の前記第一の領域内に前記成分を出力するように構成された第一の成分出力部、および、
前記空間分配スイッチの前記第二の出力部に接続されて前記処理チャンバの前記第二の領
域内に前記成分を出力するように構成された第二の成分出力部と、
　前記空間分配スイッチを制御するコントローラであって、少なくとも前記第一状態と前
記第二の状態との間で前記空間分配スイッチを振り向けるように構成されており、前記処
理チャンバの第一及び第二の領域での前記成分の濃度に作用するために、前記空間分配ス
イッチを用いて時間多重化を行うコントローラと、
を備える成分送給機構。
　　【請求項１２】　少なくとも第一の処理区域と第二の処理区域とを含み、各区域が、
処理されるワークピースの一部に対応する処理チャンバを用いて、処理レシピのプラズマ
形成成分により前記ワークピースを処理する方法であって、
　前記処理チャンバの前記第二の処理区域内に前記プラズマ形成成分を出力することなく
、前記処理チャンバの前記第一の処理区域内に前記プラズマ形成成分を出力するステップ
と、
　前記処理チャンバの前記第一の処理区域内に前記プラズマ形成成分を出力することなく
、前記処理チャンバの前記第二の処理区域内に前記プラズマ形成成分を出力するステップ
と、
　前記第一の処理区域内に前記プラズマ形成成分を出力するステップと、前記第二の処理
区域内に前記プラズマ形成成分を出力するステップとを連続的に切り換えることで、前記
第一の処理区域と前記第二の処理区域との間の前記プラズマ形成成分の濃度に作用しつつ
、前記処理チャンバ内でプラズマを発生または維持するステップと、
を備える方法。
　　【請求項１３】　処理チャンバ内でワークピースを処理するために使用される成分を
前記処理チャンバ内部に選択的に分配する空間分配スイッチであって、
　単一の成分供給源から前記成分を受領する成分入力部と、前記成分を分配する複数の成
分出力部とを有し、
　時間調節を用いて、前記成分を第一の時間に第一の成分出力部に振り向けると共に前記
成分を第二の時間に第二の成分出力部に振り向けるように構成された空間分配スイッチ。
　　【請求項１４】　前記気体原材料を前記空間分配スイッチに供給するための単一の成
分ガス供給源をさらに備える、請求項３に記載の成分送給機構。
　　【請求項１５】　エネルギを前記空間分配スイッチに供給するための単一の成分電源
をさらに備える、請求項６に記載の成分送給機構。
　　【請求項１６】　前記複数の成分出力部は、前記処理チャンバに前記成分を別個に出
力するように、互いに異なっている、請求項１に記載の成分送給機構。
　　【請求項１７】　前記空間分配スイッチは、前記供給された成分を前記複数の異なる
成分出力部の間で選択的に分配する、請求項１６に記載の成分送給機構。
　　【請求項１８】　前記空間分配スイッチは、一時に前記成分を前記複数の異なる成分
出力部の内の１つだけに分配する、請求項１７に記載の成分送給機構。
　　【請求項１９】　前記処理チャンバの前記第一の領域は前記ワークピースの中央部分
に対応し、前記処理チャンバの前記第二の領域は前記ワークピースの外側部分に対応する
、請求項１ないし３、５ないし９、１１、および、１４ないし１８のいずれかに記載の成
分送給機構。
　　【請求項２０】　前記成分はエネルギである、請求項１１に記載の成分送給機構。
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　　【請求項２１】　前記成分はガスである、請求項１１に記載の成分送給機構。
　　【請求項２２】　前記第一および第二の成分出力部は、前記処理チャンバに前記成分
を別個に出力するように、互いに異なっている、請求項１３に記載の空間分配スイッチ。
　　【請求項２３】　前記第一および第二の成分出力部は、前記処理チャンバの異なる領
域に前記成分を出力する、請求項１３に記載の空間分配スイッチ。
　　【請求項２４】　前記第二の時間は、前記第一の時間の直後である、請求項１３に記
載の空間分配スイッチ。
　　【請求項２５】　前記処理チャンバに出力される前記成分は、前記処理チャンバ内で
プラズマを発生させて維持するよう構成された処理レシピの一部である、請求項１３に記
載の空間分配スイッチ。
　　【請求項２６】　処理チャンバ内でワークピースを処理するために使用されるプラズ
マ形成成分を前記処理チャンバ内部に分配する成分送給機構であって、
　前記処理チャンバ内でプラズマを発生させて維持するように、前記処理チャンバへの前
記プラズマ形成成分の前記分配を制御する空間分配スイッチ
を備え、
　前記空間分配スイッチは、
　　前記成分を供給するよう構成された成分供給源から前記成分を受け入れる流入口と、
前記成分を前記処理チャンバに直接出力するよう構成された少なくとも２つの空間的に別
個の成分出力部に前記成分を別個に供給する少なくとも２つの異なる流出口とを有し、
　　前記成分を前記処理チャンバの内側領域に直接出力するよう構成された第一の成分出
力部に前記成分を供給する第一の流出口と、前記成分を前記処理チャンバの外側領域に直
接出力するよう構成された第二の成分出力部に前記成分を供給する第二の流出口とを備え
、
　　前記処理チャンバの前記内側領域および外側領域内の前記成分の濃度に作用するよう
に、時間多重化によって、前記受け入れた成分を前記第一の流出口と前記第二の流出口と
の間で選択的に分配するよう構成されている、
成分送給機構。
　　【請求項２７】　前記流入口は、前記成分を出力するよう構成された成分供給源に接
続可能であり、前記２つの異なる流出口は、前記成分を前記処理チャンバの異なる領域に
出力する２つの異なる成分出力部に接続可能である、請求項２６の成分送給機構。
　　【請求項２８】　前記処理区域の各々の間で前記プラズマ形成成分の量を変化させて
、前記第一の処理区域における前記プラズマ形成成分の大きさが、前記第二の処理区域に
おける前記プラズマ形成成分の量と異なるようにするステップを、さらに備える、請求項
１２に記載の方法。
　　【請求項２９】　前記切り換えステップのタイミングを設定して、前記第一の処理区
域における出力時間が、前記第二の処理区域における出力時間と異なるようにするステッ
プを、さらに備える、請求項１２または２８に記載の方法。
　　【請求項３０】　前記処理区域の各々の間で前記プラズマ形成成分の構成要素を変化
させて、前記第一の処理区域における前記プラズマ形成成分の構成要素が、前記第二の処
理区域における前記プラズマ形成成分の構成要素と異なるようにするステップを、さらに
備える、請求項１２、２８、および、２９のいずれかに記載の方法。
　　【請求項３１】　前記処理区域の各々の間で前記プラズマ形成成分の構成要素の比率
を変化させて、前記第一の処理区域における比率が、前記第二の処理区域における比率と
異なるようにするステップを、さらに備える、請求項１２および請求項２８ないし３０の
いずれかに記載の方法。
　　【請求項３２】　前記第一の処理区域は前記ワークピースの中央部分に対応し、前記
第二の処理区域は前記ワークピースの外側部分に対応する、請求項１２に記載の方法。
　　【請求項３３】　単一の成分供給源から前記プラズマ形成成分を供給するステップを
、さらに備える、請求項１２に記載の方法。
　　【請求項３４】　前記プラズマ形成成分を出力するステップは、前記処理チャンバ内
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の気体原材料を放出するステップを、さらに備える、請求項１２に記載の方法。
　　【請求項３５】　前記プラズマ形成成分は、連続的に前記処理チャンバに出力される
、請求項１２に記載の方法。
　　【請求項３６】　半導体基板を処理する方法であって、
　処理チャンバにプラズマ形成成分を連続的に供給して、前記半導体基板の上面の中央部
およびエッジ部を同時に処理するためのプラズマを連続的に形成するステップであって、
前記処理チャンバは、前記処理チャンバの上面および側面によって少なくとも規定される
前記プラズマの形成のための空間を備える、ステップと、
　時間多重化を用いて、前記プラズマ形成成分が前記処理チャンバの内側領域のみに供給
される第一の供給状態と、前記プラズマが前記処理チャンバの外側領域のみに供給される
第二の供給状態との間で交互に、前記プラズマ形成成分の供給を選択的に切り換えて、前
記処理チャンバの前記内側領域と前記外側領域との間の前記プラズマ形成成分の濃度に作
用するステップであって、前記第一の供給状態は、前記プラズマ形成成分が前記処理チャ
ンバの前記内側領域に供給されることを可能にすると同時に前記プラズマ形成成分が前記
処理チャンバの前記外側領域に供給されることを防止し、前記第二の供給状態は、前記プ
ラズマ形成成分が前記処理チャンバの前記外側領域に供給されることを可能にすると同時
に前記プラズマ形成成分が前記処理チャンバの前記内側領域に供給されることを防止する
、ステップと、
を備え、
　前記プラズマ形成成分は、周辺から前記処理チャンバ内に出力され、
　前記処理チャンバの前記内側領域は前記半導体基板の前記中央部に関連し、前記処理チ
ャンバの前記外側領域は前記半導体基板の前記エッジ部に関連する、方法。
　　【請求項３７】　前記プラズマ形成成分はガスである、請求項１２または３６に記載
の方法。
　　【請求項３８】　前記プラズマ形成成分はエネルギである、請求項１２または３６に
記載の方法。
　　【請求項３９】　前記プラズマ形成成分を供給するステップは、前記処理チャンバ内
で電場を生成するステップを備える、請求項３８に記載の方法。
　　【請求項４０】　前記電場は、前記処理チャンバの外側に配置された外部電極を介し
て前記処理チャンバに誘導結合される、請求項３９に記載の方法。
　　【請求項４１】　前記プラズマ形成成分は、前記第一の処理区域と前記第二の処理区
域とに出力される時に、前記ワークピースから同じ距離に出力される、請求項３６に記載
の方法。
　　【請求項４２】　前記処理チャンバに第二のプラズマ形成成分を連続的に供給するス
テップと、
　前記プラズマ形成成分に関連する前記時間多重化とは別個の第二の時間多重化を用いて
、前記第二のプラズマ形成成分が前記処理チャンバの前記内側領域のみに供給される第一
の供給状態と、前記第二のプラズマが前記処理チャンバの前記外側領域のみに供給される
第二の供給状態との間で交互に、前記第二のプラズマ形成成分の供給を選択的に切り換え
て、前記処理チャンバの前記内側領域と前記外側領域とにおける前記第二のプラズマ形成
成分の濃度に作用するステップであって、前記第一の供給状態は、前記第二のプラズマ形
成成分が前記処理チャンバの前記内側領域に供給されることを可能にすると同時に、前記
第二のプラズマ形成成分が前記処理チャンバの前記外側領域に供給されることを防止し、
前記第二の供給状態は、前記第二のプラズマ形成成分が前記処理チャンバの前記外側領域
に供給されることを可能にすると同時に、前記第二のプラズマ形成成分が前記処理チャン
バの前記内側領域に供給されることを防止する、ステップと、
を備え、
　前記プラズマ形成成分はエネルギに対応し、前記第二のプラズマ形成成分はガスに対応
する、請求項３６に記載の方法。
　　【請求項４３】　半導体基板のエッチングに関連するプラズマを形成する方法であっ
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て、
　単一の電源から電力を連続的に供給するステップと、
　前記電力が供給されている時に、単一のガス供給源からガスの流れを連続的に供給する
ステップと、
　時間多重化を用いて、前記供給された電力により、前記処理チャンバ内で第一および第
二の電場を交互に生成するステップであって、前記第一の電場は処理区域の第一の領域で
生成され、前記第二の電場は前記処理区域の第二の領域で生成され、前記第一および第二
の電場は、複数のタイムスライスに分割される電力時間系列に従って生成される、ステッ
プと、
　各タイムスライスにおいて、前記第一および第二の電場に関連するパラメータを制御し
て、前記処理区域の前記第一および第二の領域におけるイオンの量に影響を与えるステッ
プと、
　時間多重化を用いて、前記供給されたガスを前記処理チャンバの前記処理区域の前記第
一の領域および前記第二の領域に放出するステップであって、前記ガスは、複数のタイム
スライスに分割されるガス時間系列に従って放出される、ステップと、
　各タイムスライスにおいて、前記放出されるガスに関連するパラメータを制御して、前
記処理区域の前記第一および第二の領域における中性物の量に影響を与えるステップと、
を備える、方法。
　　【請求項４４】　前記第一および第二の電場の生成に用いられる電力の量が互いに異
なる、または、前記第一および第二の電場の生成に用いられる前記タイムスライスが互い
に異なることで、前記処理区域の前記第一および第二の領域におけるイオンの量に影響を
与える、請求項４３に記載の方法。
　　【請求項４５】　前記第一の領域と前記第二の領域とに供給される流量が互いに異な
る、または、前記第一の領域へのガスの放出に関連する前記タイムスライスが、前記第二
の領域へのガスの放出に関連する前記タイムスライスと異なることで、前記処理区域の前
記第一および第二の領域における中性物の量に影響を与える、請求項４３に記載の方法。
　　【請求項４６】　前記第一および第二の電場に関連する前記パラメータは、前記第一
の領域におけるイオンの量と、前記第二の領域におけるイオンの量とを異ならせて、処理
の均一性を改善するように制御される、請求項４３に記載の方法。
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